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本实用新型涉及一种自基准RC振荡器，它包

括环形振荡器和输出两路相同电压大小的等电

压输出电路；所述等电压输出电路的一路输出与

所述环形振荡器连接，另一路输出通过串联一电

阻后连接到所述环形振荡器上。本实用新型结构

简单、振荡频率精度高，不需要复杂的基准电流

和基本电压以及比较器模块，设计简单，成本低

廉。
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1.一种自基准RC振荡器，其特征在于：它包括环形振荡器和输出两路相同电压大小的

等电压输出电路；所述等电压输出电路的一路输出与所述环形振荡器连接，另一路输出通

过串联一电阻后连接到所述环形振荡器上。

2.根据权利要求1所述的一种自基准RC振荡器，其特征在于：所述环形振荡器包括由多

级依次并联的反相器构成，每级反相器均包括两个串联的mos管；所述等电压输出电路的一

路输出与两个串联的mos管的一端连接，另一路输出通过串联一电阻后与两个串联的mos管

的另一端连接；每级反相器中的两个mos管的串联端相互连接，环形振荡器两端的反相器中

的两个mos管的串联端相互连接。

3.根据权利要求2所述的一种自基准RC振荡器，其特征在于：所述等电压输出电路包括

mos管M1和M2，所述mos管M1的栅极与漏极连接，并与mos管M2的栅极连接；所述mos管M1的源

极与mos管M2的源极连接，并连接VDD电压端；所述mos管M1的漏极串联一电阻后连接到所述

环形振荡器的一端，所述mos管M2连接到所述环形振荡器的另一端。

4.根据权利要求2所述的一种自基准RC振荡器，其特征在于：所述振荡器还包括D触发

器和斯密特触发器，所述等电压输出电路包括运算放大器电路；所述运算放大器电路输出

两路相同大小的电压到所述环形振荡器，并与D触发器的Q端连接；所述斯密特触发器的一

端与所述环形振荡器的时钟端连接，另一端与所述D触发器的时钟端连接。

5.根据权利要求4所述的一种自基准RC振荡器，其特征在于：所述运算放大器电路包括

运算放大器U1和mos管M1、M2、Ms；所述mos管M1的栅极与漏极连接，并与mos管M2的栅极连

接；所述mos管M1的源极与mos管M2的源极连接，并连接VDD电压端和；所述运算放大器U1输

出端与所述mos管M1和M2的栅极连接，正向输入端与mos管M2的漏极连接并连接到环形振荡

器的一端，负向输入端与mos管M1的漏极连接；所述mos管Ms的源极与mos管M1和M2的栅极连

接，mos管Ms的漏极与运算放大器U1的负向输入端连接，mos管Ms的栅极与所述D触发器的Q

端连接。
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一种自基准RC振荡器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及振荡器技术领域，尤其涉及一种自基准RC振荡器。

背景技术

[0002] SOC系统中通常由片内振荡器来提供一个频率随温度偏移低的时钟。RC振荡器由

于结构简单集成度高被广泛的使用。随着技术的进步，对振荡器的要求越来越高，提高温度

稳定性同时降低成本。

[0003] 如图1所示，传统的RC振荡器通常包括基准电压模块、基准电压模块、冲放电控制

模块、比较器、RS触发器。充放电控制电路控制基准电压对电容的充放电，比较器将电容的

电压和基准电压比较后发聩给充放电控制电路，为了得到低温漂的振荡频率，该电压需要

设计成与电源电压和温度无关，同时基准电压也不受电源电压与温度的影响。由于低温漂

的基准电压很难实现，同时比较器的失调电压也随温度变化，所以传统的RC振荡器成本和

温度特性都很难提高，且传统结构RC振荡器，结构复杂，精度受基准电压模块的精度、基准

电压1的精度、基准电压2的精度以及比较器的精度影响，设计难度高，且制造成本高昂。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于克服现有技术的缺点，提供一种自基准RC振荡器，解决了

传统RC振荡器存在的不足。

[0005] 本实用新型的目的通过以下技术方案来实现：一种自基准RC振荡器，它包括环形

振荡器和输出两路相同电压大小的等电压输出电路；所述等电压输出电路的一路输出与所

述环形振荡器连接，另一路输出通过串联一电阻后连接到所述环形振荡器上。

[0006] 所述环形振荡器包括由多级依次并联的反相器构成，每级反相器均包括两个串联

的mos管；所述等电压输出电路的一路输出与两个串联的mos管的一端连接，另一路输出通

过串联一电阻后与两个串联的mos管的另一端连接；每级反相器中的两个mos管的串联端相

互连接，环形振荡器两端的反相器中的两个mos管的串联端相互连接。

[0007] 所述等电压输出电路包括mos管M1和M2，所述mos管M1的栅极与漏极连接，并与mos

管M2的栅极连接；所述mos管M1的源极与mos管M2的源极连接，并连接VDD电压端；所述mos管

M1的漏极串联一电阻后连接到所述环形振荡器的一端，所述mos管M2连接到所述环形振荡

器的另一端。

[0008] 所述振荡器还包括D触发器和斯密特触发器，所述等电压输出电路包括运算放大

器电路；所述运算放大器电路输出两路相同大小的电压到所述环形振荡器，并与D触发器的

Q端连接；所述斯密特触发器的一端与所述环形振荡器的时钟端连接，另一端与所述D触发

器的时钟端连接。

[0009] 所述运算放大器电路包括运算放大器U1和mos管M1、M2、Ms；所述mos管M1的栅极与

漏极连接，并与mos管M2的栅极连接；所述mos管M1的源极与mos管M2的源极连接，并连接VDD

电压端和；所述运算放大器U1输出端与所述mos管M1和M2的栅极连接，正向输入端与mos管
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M2的漏极连接并连接到环形振荡器的一端，负向输入端与mos管M1的漏极连接；所述mos管

Ms的源极与mos管M1和M2的栅极连接，mos管Ms的漏极与运算放大器U1的负向输入端连接，

mos管Ms的栅极与所述D触发器的Q端连接。

[0010] 本实用新型具有以下优点：一种自基准RC振荡器，结构简单、振荡频率精度高，不

需要复杂的基准电流和基本电压以及比较器模块，设计简单，成本低廉。

附图说明

[0011] 图1为传统RC振荡器的电路图；

[0012] 图2为本实用新型实施例一的电路图；

[0013] 图3为本实用新型实施例二的电路图；

[0014] 图4为本实用新型实施例三的电路图。

具体实施方式

[0015] 为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本申请实施例

中附图，对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅

是本申请一部分实施例，而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本申请实

施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此，以下结合附图中提供的本申请的

实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本申请的保护范围，而是仅仅表示本申请的选

定实施例。基于本申请的实施例，本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得

的所有其他实施例，都属于本申请保护的范围。下面结合附图对本发明做进一步的描述。

[0016] 实施例1

[0017] 如图2所示，一种自基准RC振荡器包括运算放大器电路、环形振荡器、D触发器和斯

密特触发器；其中，环形振荡器包括由多级依次并联的反相器构成，每级反相器均包括两个

串联的mos管；所述等电压输出电路的一路输出与两个串联的mos管的一端连接，另一路输

出通过串联一电阻R后与两个串联的mos管的另一端连接；每级反相器中的两个mos管的串

联端相互连接，环形振荡器两端的反相器中的两个mos管的串联端相互连接

[0018] 运算放大器U1和mos管M1、M2、Ms；所述mos管M1的栅极与漏极连接，并与mos管M2的

栅极连接；所述mos管M1的源极与mos管M2的源极连接，并连接VDD电压端和；所述运算放大

器U1输出端与所述mos管M1和M2的栅极连接，正向输入端与mos管M2的漏极连接并连接到环

形振荡器的一端，负向输入端与mos管M1的漏极连接；所述mos管Ms的源极与mos管M1和M2的

栅极连接，mos管Ms的漏极与运算放大器U1的负向输入端连接，mos管Ms的栅极与所述D触发

器的Q端连接。

[0019] 在运算放大器U1的作用下，V1节点电压等于V2节点电压，电流I1＝I2，I1＝V1/R；

有多级反相器构成的环形振荡器输出频率fclk＝I2/V2×C，其中C为各级反相器的等效电容

和；由于I1＝I2，V1＝V2，所以fclk＝1/R×C，因此采用低温漂的电阻就可以实现低温漂的振

荡频率。

[0020] 由于电路启动之后V1点和V2点可以稳定在0V，这会导致环形振荡器不能正常工

作，因此在振荡器的输出串联一个斯密特触发器，斯密特触发器的输出接到D触发器的clk

端，D触发器的D端接VDD，D触发器的输出端接给启动管Ms的栅极。当V1和V2为0V时，环形振
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荡器的输出为0，斯密特的输出为VDD，D触发器的输出Q为0V，Ms管导通，V1节点被拉到VDD，

在放大器U1的作用下V2也被拉到VDD，这时候环形振荡器开始振荡，当振荡器的输出从VDD

翻转到0V，斯密特触发器的输出从0V翻转到VDD，D触发器的输出Q将从0V翻转到VDD，这时候

Ms停止导通，电路启动。

[0021] 实施例2

[0022] 如图3所示，本实施例与实施例1的区别在于，运算放大器U1采用的是斩波运算放

大器；由于器件失配的缘故，运算放大器会存在失调电压Vos，Vos通常在CMOS中有几mV甚至

几十mV，Vos会导致V1和V2的节点电压不相等，进而导致振荡器的频率和设计有偏差。为了

进一步提高振荡器的输出频率精度，利用本电路本身就有时钟的特性，将运算放大器设计

成斩波运算放大器。斩波技术可以将失调降低至10uV的级别，极大的提高了振荡器的输出

频率。

[0023] 实施例3

[0024] 如图4所示，本实施例中可以利用mos管M1和M2的镜像关系使得I1＝I2，I1＝V1/R，

来替换实施例2和实施例3中的运算放大电路，本实施例中不需要D触发器和斯密特触发器；

由多级反相器构成的环形振荡器输出频率fclk＝I2/V2×C；其中C为各级反相器的等效电容

总和；由于I1＝I2，V1＝V2，所以fclk＝1/R×C，因此采用低温漂的电阻就可以实现低温漂的

振荡频率。由于该电路中M1管和电阻R形成一个分压关系，所以该结构并不需要启动电路就

可以正常工作。

[0025] 以上所述仅是本发明的优选实施方式，应当理解本发明并非局限于本文所披露的

形式，不应看作是对其他实施例的排除，而可用于各种其他组合、修改和环境，并能够在本

文所述构想范围内，通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进

行的改动和变化不脱离本发明的精神和范围，则都应在本发明所附权利要求的保护范围

内。
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图1

图2
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图3

图4
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